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/K. - ll -fb 

H -fb >t 

^ ^ ^ It * 

^ >t m ^ 

® ; ii. # f b 

^ ^ - ^ 

^ ^ ^ ^ 

^ m m m f 



M ^ - ^ ^ A ± ^ m m M ^ >it M ^ 

^ ^ ^ 'j^^ - m m : m - :$ ^ ^ M ^ 

^ m ^ ' 3L ^ ^ M. M. t$i -4 - ^ 4t M ^ ^ 

^ m ^ ^ Mccup) u m m ^ 4t M ^ ^ 

M M m ^ ^ ^ ; i-x .5. # 1^ ^ 

^b ^ 1^ |# ;^ ^{5 ^ ^ ^ ^ ^ , j^j^ 

^ ^ ^ M 



S. ^ ^^-f^^®^: ^ 2Cf) m 

. ( ^) > ^ ^{'i ^ m ^ 7t ^ ^ ^ n 



2 0 1: ^ ^ It 



2 0 2: ^ ft ^b >t 



f^rmaISn^ofIoIds if ^he^ILchT" ''''' ™' '"^'''''^'^^ 

A method for preventing formation of voids in 
the trench upon forming a bottom oxide is 
disclosed. The process includes the following 
steps: providing a semiconductor substrate; 
forming a silicon nitride layer on the 
semiconductor substrate; forming a first oxide 
layer on the silicon nitride layer .'partially 
removing the first oxide layer, the nitride layer 
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2 0 3 : ^ ^J^ M 205: m m 

207 I : ^ M ^ m 



r^L].^^^^^^^^ : BOTTOM OXIDE FORMATION PROCESS FOR PREVENTING 

FORMATION OF VOIDS IN THE TRENCH) riu^vciNiiiNu 

and the semiconductor substrate to form at least 
one trench ; forming a second oxide layer on the 
bottom and sidewall of the trench and covering 
the second oxide layer on the surface of the 
first oxide layer ; performing CMP process to 
remove the first oxide layer and the second oxide 
layer on the surface of the nitride layer ; and 
removing the second oxide layer on the sidewall 
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^ > ^x^mm^ C^mj&m - bottom oxide formation process for preventing 

FORMATION OF VOIDS IN THE TRENCH) 

of the trench and portion of the second oxide 
layer on the bottom of the trench to form the 
bottom oxide. 
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i ^ ^^Mttm (1) 

^ m m M ^ m 4i ^ 

^ n 0-^ nfi - m. ^ m- m ^ m m ^ m ' ^ 

' - m m m ^ ^ m ^ ^ M ^ ^ ^ mcdmos) 

€ B% ft ^ t a ;^r^ >t m t ff> ;S a -fb ^ ^ -t ^ ^ ;^ 
' # i-x p^: ( Y o i d ) ^ ± » 



Ml 



7b 4'j ^ #? 

j£ 4^ ^ ^ ^ ^ ft i}^ ^ ^t(DMOS) € a% ^ 6 # 

^m^. ffi = n^mn-mCa^M.^-mcf) > ^ ^ ^ 

;fel01i?f>i^^ft^b^l02 > M I 03 i^J. ^ ^ - ^ M 

10 4 = # ^ ' J-X # :^ . m -ko : M ^ 4k m :^ vi: ' 
^P^^-A'fb>tl04 ^ IL'fb^^.tlOS ^ ^ft>fb>tl02aA-f 

^ 1 0 1 ' a >^ J. - m 1 0 5 o m ' ^ - m 

Density Plasma Chemical Vapor D e p o s i t i o n , H D P - C V D ) 

m ^ n ^ ^ M lOQ ^ }^ mio5 M ^ m m u ^ ^ - ^ 4t 

/f 1 04 ^ ® Ji o 

^'j ' i^-^ ^ m m M 0 5 1 ^ ^ ^ % M 1 0 Q M m- m 1 0 5 

*P ^ ^ ^ - -ft ^b ^ 1 0 6 ' iff] ^ Ty^P ft>fb>tl06 
J-x ^ - ft >fb >t V ' -kp n - mCd) m if^ ' ^ € 
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i ^ ^mtum (2) • - . . ■ . ^ 

# if4 1 0 7 ( ia t ^ B^a -e^ ) >t m 1 0 5 t « 

^/f ii. ^ ^ ^ ^ >fb ^ 1 0 6 a PaM^ a ^ :^ it ^ . ^ 

>(.^ ^ ^ - ft -fb >t 1 0 6 ^ ^ ^ , fffj ^ m I 0 5 

f m m A ^ ^ -si^ ^ ^ mio52(void) » # >t m i o 5 t # ?l 

P^: 1 0 5 2 # ^ . ^ T ^ §^ ^ M -fb ^ t ( ^ 1^ IL -fb -5^ 
103J:.^^-ft^b^l04i^^^ft^b>^106) ' :Jtn^-SI(e) 
^/f 7F ' - ?L P^: 1 0 5 2 -IE # ^ A ^ ' r?n. ^ ^ ttJ ?L 1 0 5 2 1 

}M, (current leakage) 6^ 5^ ^ « 

.ilitb ' ^ "(^ A - m ^ M m f ^ M M ^ 

M ^ ^ >i: ' J-x ;fi 3^ f; yf ^ i§ ^ ^ ;^ ^ ?L 

P$ ( V o i d ) ' 4i m jL ^ ^ 7t A ± m ^ ^ ' * 

^ i flt" it -fe; ^ # ^ ^ 

^ S- 

^t^^^s ^ ^ ^ ^ - m ^ 7^- m f m ^ 

M ^ ^ yi: ' *#^^-«;5^-^t#^^yift^b^l|^f| 

(DMOS, Double-Diffused Metal-Oxide Semiconductor) 

^ U m. f ' ffi a i€ t >t ;^ it ^ ^/f ?L Pf. 

(void) J.XAitt?f7^4L^ii^>:*L(cu;r rent leakage)^^- 

^it-Li4i . ^ ^ ^ - ^ m ^ m M. ± ^ >^ m . 
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s. ' ^mttm (-3) 

M. ^ M ^ :^ >i: ' ^ :^ >i: ^ :}^' tL ^ T f'} ^ ^ ^ ^ 
^-^^tM^m^^b^j^MJ:- : ^ ^ m M ^ 

n ^ M ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ex s. :}^^ - m m ' ^ - 

^ — ft -fb >t ^ m ^ ^f' $3, m ^ , 3L ^ ^ M. M. n W' 

- % M ^ ^ ^ ; n ^ m ^ m m ( cyiF ) u m u ^ ?^ m 

II ^ ^ © ^ It ^ - ft ^ ^ ^ ft >f ; ^ ^ 

^ m M m ^ n ^ ^ M M m m m ^ ^ 
^ ^ ^ ' a ^ m m m ^ ^ ^ m M. ^ M ' 

^ f n ^'i m m ^ ^ ^ ^ m ^ m A ^ ^ m m M. 
^^tM^^^vi: ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ m ^ 

— ^ % ^t ^ o 

m ^.M ± m ' ^ 1 1^ >t m ^ >^ ^ 1 . 5 J. 

^ t ±. ^ iti ' * t 1^ ^ ^ ft -fb >t # a t ^ 

if ^ E9 ^ ft * ^ ^ -fb ^ >;l ^ t a(PE-TEOS) ^-Ff 

^ ^ M ±. ^ ^ *g ^ ^ ^ ^ -~ M M ^ 

ft 'fb ># # & ft >fb o 

^ t _L ilL ^ #t its ' ^ t M H ^b -5^ ^ ^ it -ft 

4t ^ m ^ m B(cup) M m. ^ jl M o 

^ t Ji i€ ^ m • * t i-x ^ gij ^ 1^ 

mm m ^ % ^ ft 'fb>t^*m4^:^^f^tt^ — ft-fb 
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s. '^ ^mtn^m (4) 

m ^ ^ P. ^ ^ *g ' * t 1^ ^ ^'j >r ^ ^/f -f^ ^ ^ ^ 

4k >^ >^ >^ II IL ^(HF) » 

a ^ ^ ^ _L ^ m ' ^ t U m U $}l :o m 1^ ^ ^ 

>1 5'J >^ #> ^ a t. a ilLC HF ) ^ a -fb ( NH4F ) >fo ^ ^ «r 
^ ^-J ( B 0 E ) ° 

^Bi ^ m Jl s& ^ *g . ^ t ^ I'J ^ ^ m -f^ ffl ^ 

U P] >^ }^ il ^ ^ ^ }^ '\± J-X t 1: -g" ^ iJl. ^ ^ f _L 

^ :^ 0 % ~ 1 0 % &^ a -fb » 

^ ^ _L iilL ^ its . ^ t 1^ >S I'J ^ Jt ^ ^ i: 

4-§"^>t>^^t-h^;^0.05%~8.5%:^t,'fbt.= 

^ ^ ^ m J:. ^ ^ m M ' ^ t I-J >^ ^ & ^ * 

*"i"^?t>^^t-L^;^8 1.5% -99.9% 6^^^^^7|co 

a ^ ^ ^ _L 14 ^ >tS ' ^ t >^ ^i^^ ^ ^ t 

_L ^ ^ 2 5 p p m -- 2 0 0 0 p p m §^ ^ ® >^ 'f± #] - 

-fb ^ ^(DMOS) :^ >4- - ^ yi: S. ^ ^ T : ^ ^ 

- ^ ^ '> ^^-^^t^J^M^n^^^^^j:. ; m 

M - ^ M M -m ^ ^ m. ^ ^ i^j. m ^ ^ :y - m ; fl> 

- ^ ^ ^ yf ;5p^ 1^ >^ i# ^[5 1^ #j ^ . ii ^ # I: m ^ 

t^li^b>5^^^&^i^^-ft^b>t^tg^ — ft>fb>t ; #1^ 

l^*l^#i^^tt^-::-^>fb>t^tg-^m;^^(5^^I5^1^^^ 

^ ft -fb ^ ' i^j^ ^ 7^- m ^' m jii - M, ^ M ' .n^ ^ - ^ ^ 
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s. - ^mttm (5) ■ ■ " . • ' 

^ ^ U ^ ^ ^ H m ^ ; J-x ^ it >ft - ^ -fb Ifll 

' i^-^ ^ M ± ^ ^ M M. ^ m }^ m ± ^ ^ 

m ^ ^ m ± ZM. ^ *g ' * t ^ m ^ :^ 5f ^ # ,14 #^ 

^ ^ B^a <• 

a ^J: ^ # ^ it! ' ^ t ^ ^ It ^ 1^ I^H -fb 

-5^ >t fal' ^ & - ^ ^b ^ » 

^ ^ _L i4L ^ its ' ^ t m ^ >^ >^ ^ 1 . 5 ^. 

2.5/zm'J:m^0.5;C^m«' 

4^ ^ -L ii^ ^ ^vS> ' ^ t 1^ ^ - ft ^b .f ^ jr. 

ft -fb ^ ^ ^ ft ^b ° 

a ^ # i i!c ^ m ' * t 1^ -fb >f #, i4 ^ 

>fb ^ M ^ ^(CMP) m a 8^ #f jL ^ o 

^ ^ M Jz. ^ ^ *g » * t J-X ^'J ;^ ^ # 1^ It 

>t m ^^'i ^ ^ It ^ - ft ^b >f # ^* m It ^ -r- ft >fb 

m <t 4^ ^ ji i4 ^ ' * t ^ S'j ^ /'ir m m ^ 

^ M'i }^ }^ tf. ^ ^ ntCEF ) o 

a ^ # _L iiiL ^ ' ^ ^ 4k M<i 75- ^ m m ^ 
>A I'i >^ #, ^ j-x jl a. sit( HF ) 1^ -fb ( N H4F ) ^ ^ m.m 

ft -fb ^ ^i^ ( B 0 E ) - 
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^^mttm (6) 
^ ^ ^ 



^ m ' ^ m ik m :^ ^ m m ^ 



f'l }^ }0. # ei> 



s "^J j.:^ ^ 



^ ^ ?t >^ * 



;^0%~10%6^ja>fbJ^«'. 

^ ^ * _L it ^ i^^, ' ^ f m m 4k P} }M- }^ ^ tL ^ 

"i" ?t ^ ^ t JL ^ ;^ 0 . 0 5 % ~ 8 . 5 % ^ -f b » 

4^ # _L iifc ^ ^1 ' ^ t >ft. -li >^ >^ it a ^ 
^ t -h ^ 1 . 5 % -99. 9 % ^fc « 

^R^^mj^i^^m^ ' ^ u m 4k m }^ ^ t- 

^>f^25ppm~2000ppm 6^^ ^ c& >5- <|± #j <> 



^ # # # * T J'i @I |a ^ Y^,J , # # — ^ >f ^ 



7F fel - 



tJt 

^ - il (a)--(f ) 
^ ^ ^(DMOS) l: a% f 
^ - SI(a)--(f ) 



It ^ >i #L -fb 



6^ ^ ^ 7F ^ E o 

^ #^ ^ 4^ ^ ^ ^ # ^fe ^-JJ 41 >7ll m 



^ ^ ^ 



m ^ tt m 

10 1- Jis. ii: -§# 
10 3: IL -fb >t 
.10 5: m 
1 0 5 2: ?L m 



10 2: ^ -fb ^ 
10 4: ^ - ft. >fb 
1 0 5 1 : ;f^'J >^ 
1 0 5 2 1: ou 
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i ^ i^Bgt^ag (7) 

10 6: ^ ^ -it M 
•201 : ^ ^ ^ & ^ 
2 0 3: ^ M 
205: m 
2 0 5 2: ?L P^: 
206: ^ ^ ^ M 
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10 7: t ^ 

2 0 2 : ^ ft >fb >t 

204: ^-ft^b>t 

2 0 5 1: -f^'J 

2 0 5 2 1: IHJ ?L 

2 0 8 : ft 

2 0 7 1 : 5f ^ ^ [HJ l# # 




it 



^ ^ 

m ^ ^ ^ U ^ ^ M. ± ^ -Ui ^ ^ ?^.(vo id) ' 

ffnig^>:^l:>)li (current leakage) m. ^ A a JSL ^ ^ 

it # t 6t 2t ^ » j;^ T ^ ;5fe i^J^ ^ i m ^ M ft -fb 

> It (DMOS) f: B^a M 6^ ^ {^.J ' iTn . ^ -fik. ^ 0, ^ 

^ ^/j ^ ^ ^ ^ 7t ^ M m ^ ^ ^ m " 

^ }A m m ° ^ ^ g|( a ) ^ ' ^ li i& ^ ^ 

^ 4 ft ^b M(DMOS) €a^aMBf ' ^^ill'g^-^-^lt 

fe201 ' *t^5^IS;S-;fe201^J;^>^l.fe o ,^^1: ■ ^ ^ 
lt^fe20ljL'P^;f.^fi^^ft^b.f202 ^ ll^b>5i'^203 j-X^ 
-ft^b;t204 ' ' ^ft^byt202 #, 

' Ti^'fg.^5|^lt^;fe201#IL >fb^>5>^ >t 2 0 3 ^ fal 6^; it ^ >ft 
• ^fij ^ - ft -fb >t 2 0 4 ^ >^ ft .>fb >t - # ^ ' J-X ^ > 




1 > ^mtm (8) - ■ 

-li 5'J 6^ ^ # ^ ^ . - ^ >fb ^ 2 0 4 > IL >f 2 0 3 - ^ '4P 

-fb ^20,2 JS^ ^ ^ ^ & fe20 1 ' a m 5. ^I^^ - >^ 1^2 0 5 « ' 

0 . 5 m " 

^ -5^ i£ ^ ^ -ft It ^§ ^ ^ ^l(PE-TEOS) ^fi ^ % ft -fb ;t 
206^>tm205^;&^pi%#j^iE^^t^^-ft^b>t20'4 6^^ 
aji ' ^t^ — ft'fb>t206 |sc'fi>^ftib-5^>t '•Ti7l|^Jt5i 

E9 ft ^ iit M ^ ^b ^ a ^ m ^(PE-TEOS) # -f^ 

>^ ^ -fi <^40 0 °C ^440 r - ^4 . ^ ^ BI (c) /^/r • ^ ^ 
^ M * ;fe20 1 * ® Ji it ^ -fb ^ ;^ >^ ^ ^ (CMP)^ a ' ii jj< 
Il^b^^.t203 ^^^,^jh^ . ^^f5l^lL'fb-5^^203^®J^ 
^^-ft'fb^204i^^^ft^b>t206 o ' ^^-r-SCd) 

^/f ^ ' ^ n ik m i^-^ ^ m m m m2 0 5 1 ^ ^ ^ $i >(t M 2 0 6 ^ 

>tm205;^^p^^p^^^ft>fb>t206 ' i^x ^ - M. % it M 

2 0 8 - ±. iilL 4L ^ S'J # ^ ^ # M >:#, I'J ^Kj ;5- ^i- ^ ii. • ffn -f^ ^ 
&^J>;#, 'li^"J^#>j^^.^^I,6^;iLa^(HF) > ^ ^ £k ^ m. 
(HF) |!a a 4(NH4F) #f ft -fb ^ ^ij >i^(BOE) » # 

' 1^ _L it ' ^ >^ -th ^ ^ & ^ ^ ® >t f -J 

0.05% -8.5% ^a-fbfi. > ± ± }A )k ±. ^ ^ 

81.5% -99.9% ^ ^ m ^ JSl ^>;5p^25ppm~ 2 0 0 0ppm 6^; ^ 

® ti. #J ° 




^ 16 S 



* ^ ^ ^ ft. ^ 2 0 6 ^.J ffi Z. 
^ ^^b # a ^ $i ^(PE-TEOS). ^/f ^ ^ ' II ^ ^ " 
^-it^t^ ' * ^20 5 ^/f ^> ^ ^ ^ ^ ^ 2 0 6 ^ tfc 

m #J ^2 0 5 1 60 ^ ft. >t 2 0 6 3^ 6^ ^ - 4t . ^ - 
-t^tm^i ^20 5 1 ft -fb ^ 2 0 6 ^.J , 

2 0 5 ^M^ -r^>^//f^;|.^^;g^ ^b ^(bottom oxide) - 

# ^ ' :5t- ^ - II ( e ) ^/f 7F ' ^> ^ t ^ 2 0 7 .-fa ^ 

^^^fe20lJ:. ' iii^?«^^#|^205t • ^ ^ % ^ 
U f a ^ ^ o p4 , ^ ^ ^ g ( f ) ^ ^ , ^ 

5k ^ ^ ^ m ^ ^ 4t ^ ^ U aCPE-TEOS) ^/f ^ ^ ^ 

^ ^ M 3L 4^ -kP m ^ m m # ith i-x p^^ # i: ^ 

aM^^(CMP)$iaiX#|^+i|;|t;i.;fe;ft®J,:^^-ft^(, 

l: # it t ^ ^ a% ^ j: # 60 ^ f.j ^ 1^ ^ ^ ^ ^ 

® i.:^ ^ l^t ' ^itb-^ , ^f^:7^#-;f^>^|§t^±;f 

'^^ # 6^? P^:(void) . ffn ^ ^ T §0 is -fb ^ ^ t ' .t;t ^ 

^ m J:. ^ ^/f ^ §0 EJ i# , -i- itb E? |# # St ^ ^ 

>t :itn ^ — a ( f ) //j- ^ ^ ;it » 

m J:, m , ^ M ^ ii: ^ f. ^ ^ ^ iS. ^ n 5k ^ 

^ ^ & it ^ ^^t ^ a iru 0^ M a(PE-TEOS) ^ ^ ^ ft 
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i ^ ^^Mti^Bg (10) ■ ~ ... 

4t M ' ii X ^'J ffi -ft * a M ^ >^(CMP) U^^!^^^^^ 

^^JL^%-^^t^^%^$l^^t^. ' # ^ a ^ i-j ^ 

m #J # ^ ^ ^ ft ;t . i^J^ ^ m ^ ^ m % }^ ^ j 
^>4ft'fbyt(bottom oxide) ' i:x Hk. m ^ m " ^ ^ ±. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ m ^ ^ s% m m ^ f A ± 
'S^^ ^ m ?L m(void) ' ^ m m ^ t: M A ^ w • ^ 

€ >;1i(current leakage) ^ fM. - Jl^^ ' 
^ -fb ^ a # ^ ^ ^(High Density Plasma Chemical 
Vapor Deposi tion) //f ^ 6fj ^ ^ ^ # ' ^ # a 

TEOS) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >rL ^ U ^(HDPCVD) ^ m jH 
^ ^ ^^t M ' m ^ >^ U ji^ ^ ^ 

# ^ it 1i: ' :t -f^ >^ ^1: iij t tf o 

^ t # # ^ |!i jtb ^ # A i ;5& E .C. f?n ^ ^ ^ 
^ ' ^: ^ ^ W t tt le. ffl ^/f ^ # ti o 




^-gl(a)~(f-) : ^ ^ U ^ m M ^ ^ 

^ ^ ( D M 0 s ) f: B% It a 7F * SI o 

^ ^ BI ( a ) ~ ( f ) : ^ ^ ^ ^ :^ ^ ^^j a 





1 . - m m ^ 
^ ti ^ r 

- 

m ^ - 

m jii - 

^5 

a ^ J. 

ffi ic. - 

€ ^ J- ^ 

it # 
^ ^ - a 

# 1^ 

^ 1^ ^ ji. ^ 

2 . ^ t tf ^ 
-fb yf ^fi ii. ^ 
^ - ^ ft ^b 

3 . ^ t tf # 
^b ;t ff> ^ 

0 . 5 m «■ 

4 . ^ t If ^ 
-fb ^ ^fi :^ 
^ ^ ^ 

5 . ^ t If ^ 

-fb >t >r 




?L P^: ^ ± ^ i# ;^ ^ ^fc ^ ^ ^ , ^ 
^ ^ : 

It ; 

IL'fb^i^>t^t^i^5|.'^^;feJ,; 

^-ft-fb^^ltH^b-e^^fJi ; 

ft^i^^-ft^fb^ > u M ^ m ^ ^ m. ^ 

'j^^ - in- m 

^ — ft -fb ^ ;^ ^ 1^ 4:: ;g iSa. #j ^ , ii 5i # 
- ft -fb >t ^ © ; 

^ m u. ^ M(cup) M. m. u ^ m ^ M ^ ® 

-fb >t ^ 1^ ^ ^ ft >t ; j-x .g. 

* 1^ ^^'J ^ 4L It ^ — ft ^b .t ^ It 1^ 

M ' i-^^ ^ tt m t It ;g ft -fb ^ 

^'i IS IB ^ 1 //f iik ^ ?L P^: ^ i ^ >^ ;^ ^ 



^ m ^if ^ m. ^ A ^ ^ m M. ^ 



^•i $1 SI ^ 1 Jl ^/r i4 ^ i€ ^ ?L P^: ^ ^ ^ >^ ^ 

' * t It ^ jr. ft -fb ^ J-X ^ 1^ if w ^ ^ 
-fb ^ a >,i: # ^ ^(PE-TEOS) ^ ff^ " 

^•j n. SI ^ 1 ^ it^i^ m A ± ^ m M, 

» * t tt^ - ft >fb >t ^ It ^ - ft -fb >t & 
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^ 4t » 

6 . ^ ^ n 4- ^^i ^ m ^1 m ^ m ^ A ± m M. ^ 
M ^ ^ ^ iir ' ^ f n ^ M ^ ^ n ^ m ^ 

M ecu?) U m ^ ^ ^ jL M ' 

I . ^ ^ n ^- M ii m % \ ^ij l^L ^ m ^ m a ^ ^n- m ^ 

4t M ^ ^ }i: ' ^ t a y& ^ IiJ :^ ^ 1^ j# 1^ #J ^ :^ 

^ ^ A -fb ^ m ^ ^ ji. ^ ^ o 

8 . ^ ^ n ^ m $1 m ^7 ^ m ^ :fi m M ^ ^ m M..^ 

M ^ :^ ii: ' * t ^ . -ti >r -f^ ^ ^:s, -li ig: 

4^ A. a ^(HF) o 

-fb >t ff> ^ . ^ t n ^ ^'i ^ ^ m ^ ^ -B, M }^ 

#^ ^ a a St( HF ) i% ^b ^ ( NH4F ) ^ ^ ^ ^ ^.J 
(BOE) - 

10. ^ ^ n ^ $t m ^1 m ^ ^ g. ± ^ m m 

% "ih M m ^ :^ ' ^ ^ 'S. ik M ^ ^ m m ^ m ik U '/^ 

# & ^ ifh © fij $ * ^ ^ ^ t Jl ^ % ~ 

1 0 % 6^ a -fb ® ■> 

II. t tf # ^'J le. i] ^ 1 0 II ^/t idL ^ it ^ ?L F^: ^ ^ ^ 

ft -fb >t ^fi ^ ^ >^ . * t >S ^ ^'i >^ ^i^ ^ ^ ^ ^ 4 -g- ^ jjl 
^^tJ:-^;^0.05%~8.5% ^R^bt.- 

12. ^ t tf # ^.j ^ a ^ 11 ^ it ^ p^: ^ ^ ^ m 

ft -fb ^ ^ :;5r >4- • ^ ^ U 'S. ^ M 'M- ^ tl ^ ± ± )A 
>^f't-b1^^;5r^8 1.5%~ 9 9. 9 % 6^ * ^ -f 7jc » 




^ 21 I 



13. ^ ^ n ^ ^'i $t m ^11 m ^ m ^ M ± }^ m 

^ M ^ :^ Ti: . ^ ^ n m ^ P} >^ ^ ^ ^- ^ t -L 
2 5ppin- 2-0 0 0ppm © >^ .f^ f,j o 

^ ^l'^ & ^ T J'J # : 

- ^ ^ ^^B. ; 

ffi ^ .- ^ - -fb yf ;^ It -5^ ^ _L ; 

^ ^ ^ - ^ ^b ^ ^ U ^4t^S^ M ^ 

m ^ ^ ^J^ - m ' 

^ ^ - ^ % 4t M ^ t& n m M. ^ M m ^ ' 

it e >fb ^. ;^ ^ ^ ^ ( CMP ) m a i,X ^> 1^ It ^b ;t S 

^ tk ^ - ^ M M n ^ ^ $i 4b M ; 

1^ #1 # ^ ^ ^ ^ >fb ^ ^ ^ |# ;g ^ ^ 

^t^^-^^b^ . i^-^ ^ n m m f ^ ^ - M. ^ 4b M ; 

it ^ li -h ^ - ^ t >f 03 o 

15. ^ ^ n ^ m $1 m ^^li m ^ u ^ ^ i m ^ M ^ 4b 




1 6 . t tf ^ ^.J II, a ^ 14 :^ //t iib ^ ^ it ^ 



4 4b 




^ 22 S 



m -^ tl ^ - M " 

^ M(DMos) ^ ^ . ^ t m m & ^l . 5 ^ 

18. ^ f n 4- ^'i $1 m m iiL ^ M ^ t m ^ ^ M ^ 

^ ^ 9l ^ 3. ^ ^ ^ >7L ^ u m.CPE-TEos:> m ^ - 

19. ■{^^n^m$im^iimm,^^Uik^t:^^^M^^t 

^ ^ ^(DMOS) . *ttt^-|L^b>t^t^^^ft^b 

^ & ^ ^ ^b - 

2 0. t tf 4 ^'J le. SI ^ 1 4 II ^/f ilk -^SL H it ^ ft # ^ 4 ft, -fb 

^ ^ It (DMos) ^ :^ >^ . ^ f n ^ M ^ n m ^ 

^ ^ ^ M(C}i[P) u m ^ ^ ^ jt M ° 

21. ^ ^ n 4 ^'i $1 m ^14 m m ^ u ik -9: ^ m-"^ M ^ 

^ ^ ^(DMOS) ^ ^ >t ' ^ t # i-x ^, ^.J ^ /-^ # >t 
#J ^ ^ ^ - ft, ^b >t 1^ 1^ :^ It ^ ^ ^ .ft ^ = 

22. :^ttf^^.J|e.S^21:^mi&:^^34'^ft||^^;ift^^b 

^(DMos) ^ ^ ;4r ' ^ t It >A vA ^ >^ m m ^ ^ 

>^ J, 1, It ( H F ) o 

23. :^ttf^:^'i|e.IB^2lJl^/TilL^mit^t#^^>ift>fb 

^ ^ ^(DMos) ^ ^ >i . ^ ^ 'A4k n ^ A m m ^ m 4^ 

a-J >^ ^ a A a a^(HF) ^ >fb ^(NH4F) >^ ^ ^ ^ ft. >fb 

^ m >^(BOE) » 




% 23 I 



2 4. -k^ ^ n ^ ^'i ii m ^21 in ^ M. ik ^ 

^ ^ ^(DMOS) ^ ;5r 



m ^ ^ A 

^ t t$i ss: ik M ^ m w ^ 

S >^ •\± f -J J-x & i 1: it k * t 

o%~io% ^ ^ 4t m " 

2 5. t tf -f- #-J 1^ IS ^ 2 4 //T i4 ^ f4 it $ # ^ ^ J 
^ il- It(DMOS) ^ ;^ . ^ t >^l. ^'J >^ ^ ^ ^ 4 

26. ^ ttf #^'Jle.lil ^24JM^/fi4^|iit^^lt^^J 
^ It(DMOS) ^ :^ }^ ' * t It >^ ^ & ^ 4 

5 % ~ 9 9 . 9 % ^ -ir m ^ ^ o 



5 ^ 
* W 




^ ?t >^ t Ji ^ ;5?^8 1 
2 7 . :fea t tf * #'J le. ® J 
^ 11^ ^(DMOS) >r >^ 
;^r^25pp^l~2000ppm 6^ ^ ® >^ t± 



^ t -Si >^ ^ -i- 



I -fb 




^ 24 I 




^ 2/24 I 



i 

•mi 



illii 
iliil, 



^ 1/24 I 




^ 3/24 K 



i 



lii 



^ 4/24 I 



^ 5/24 I 



IIHIi 



h 1 




^ 7/24 I 



iiik 



If it 



^ 5/24 R 




® 6/24 S 



P 



« 



» 8/24 S 



i 



i 



^ 9/24 I 




^ 10/24 I 





% 12/24 




"1 



% 12/24 I 




% 13/24 I 
I 




105 



105 



5' 



104 

103 
102 



101 



ArAr 

m 



(a) 




m-M{b) 



